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Аннотация.

Целью работы являлосьизучение свойств мощного полупроводникового 
светоизлучающего диода такие как вольтамперная характеристика и 
зависимость мощности диодаот тока. Также, был изучен спектр 
люминесценции данного образца. Исходя из полученных данных были 
сделаны выводы о нелинейности вольтамперной характеристики данного 
диода, что с хорошей точностью совпадает с теорией. Был вычислен 
квантовый выход диода. В том числе, благодаря измерениям было 
определено встроенное последовательное сопротивление диода.
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